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Zatacznik nr 1 do SWZzZ

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest:

1.

Wytworzenie wertykalnych tranzystoréw wykonanych w technologii GaN na
objetosciowych podfozach monokrystalicznych GaN. Tranzystory majg zostac
wykonane z dostarczonych przez Zamawiajacego struktur epitaksjalnych
zawierajacych szereg warstw tworzacych strukture przyrzadu. Zamawiajacy
dostarczy struktury epitaksjalne na podtozach o $rednicy 1 cala, co powinno
zapewni¢ wystarczajacqa ilos¢ materiatu do przeprowadzenia préb proceséw
technologicznych, do wykonania struktur testowych oraz do wykonania
tranzystoréw. W ramach ustugi wytwarzania tranzystorow nalezy
przeprowadzi¢ szereg proceséw litografii umozliwiajacych wykonanie
trawienia obszaréw niezbednych do przeprowadzenia proceséw aktywacji
zagrzebanych warstw typu p, wykonania kontaktéw metalicznych i warstw
dielektrycznych. W ramach wytwarzania tranzystoréw nalezy przeprowadzié

procesy nanoszenia warstw metalicznych kontaktow Zrodto/dren/bramka z

uwzglednieniem ich termicznego formowania. Wykonane tranzystory i

struktury testowe nalezy poddac wstepnej charakteryzacji elektrycznej

przewodnosci kanatu i wiasciwosci kontaktéw. W ramach ustugi nalezy
zapewni¢ mozliwos¢:

a) ciecia waferow na mniejsze kawatki;

b) wytwarzania kontaktéow omowych na bazie metalizacji Ti/Al/TiN lub
innych metalizacji w celu osiggniecia niskiej rezystancji kontaktéw
omowych;

c) zastosowania warstw azotkéw lub krzemkoéw metali takich jak np. TiN,
TaN lub TiSi w konstrukcjach wykonywanych przyrzadow;

d) elektrycznej izolacji dyskretnych struktur tranzystorowych technikami
trawienia struktur typu mesa i implantacjg jonow;

e) mozliwo$¢ wykonania warstw pasywacyjnych i gotowosci pogrubiania
warstw metalicznych technikami elektrochemicznymi.

Wytworzenie struktur testowych diod p-n oraz testéw parametrow kontaktéw

metalicznych do warstw epitaksjalnych oraz witasciwosci zlgcza p-n i
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tworzgcych go warstw epitaksjalnych. Diody majg zosta¢ wykonane z
dostarczonych przez zamawiajacego struktur epitaksjalnych osadzanych na
podtozach objetosciowych GaN. Struktury zawiera¢ beda szereg warstw
tworzacych podstawowgq strukture diody. Zamawiajacy dostarczy niezbedne
struktury epitaksjalne, wraz z opisem, na podtozach o s$rednicy 1 cala, co
powinno zapewni¢ wystarczajacg ilos¢ materiatu do przeprowadzenia

proceséw technologicznych. W ramach ustugi wytwarzania struktur diod p-n

nalezy przeprowadzi¢ szereg proceséw litografii umozliwiajacych wykonanie

trawienia obszaréow niezbednych do przeprowadzenia procesow aktywacji
zagrzebanych warstw typu p, wykonania kontaktéw metalicznych i warstw
dielektrycznych. W ramach wytwarzania diod nalezy przeprowadzi¢ procesy

nanoszenia warstw metalicznych kontaktéw zrédto/dren/bramka z

uwzglednieniem ich termicznego formowania. Wykonane diody nalezy poddac

wstepnej charakteryzacji elektrycznej z uwzglednieniem wiasciwosci
kontaktéw. W ramach ustugi nalezy zapewni¢ mozliwos¢:

a) ciecia waferow na mniejsze kawatki;

b) wytwarzania kontaktow omowych na bazie metalizacji Ti/Al/TiN lub
innych metalizacji w celu osiggniecia niskiej rezystancji kontaktéw
omowych;

c) zastosowania warstw azotkéw lub krzemkéw metali takich jak np. TiN,
TaN lub TiSi w konstrukcjach wykonywanych przyrzadéw;

d) elektrycznej izolacji dyskretnych struktur tranzystorowych technikami
trawienia struktur typu mesa i implantacjq jondéw;

e) mozliwos¢ wykonania warstw pasywacyjnych i gotowosci pogrubiania
warstw metalicznych technikami elektrochemicznymi.

3. Zwrocie Zamawiajagcemu ulega caty przekazany Wykonawcy materiat
badawczy, czyli wszystkie pozostate fragmenty struktur epitaksjalnych, ktére
wykorzystane zostang przez Wykonawce do ewentualnych préb

technologicznych.
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